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material, by centrifugal force from the substrate, (a) the surface is 
(partially) masked by a patterned mask (3 1) arranged at a small distance from 
the surface to form a capillary; (b) the solvent or etchant (38) is supplied 
while the mask is rotated at a certain speed synchronously with the substrate 
(13); and (c) after a certain time, solvent or etchant supply is stopped and 
the solvent or etchant is ejected at an incraesed rotational speed. 

Appts. for carrying out the above process is also claimed. 

USE/ AD VANTAGE - The process allows treatment of practically any layer 
structures on substrate of various shapes and produces a very sharp demarcation 
line between lacquer or metal coated and uncoated surface regions. The process 
may be used to treat e.g, ceramic substrates with a photoresist or polyimide 
layer or metallised substrates as used e.g., in LCDs. 
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surface so that the solvent or etchant is ejected, together with removed layer 
material, by centrifugal force from the substrate, (a) the surface is 
(partially) masked by a patterned mask (31) arranged at a small distance from 
the surface to form a capillary; (b) the solvent or etchant (38) is supplied 
while the mask is rotated at a certain speed synchronously with the substrate 
(13); and (c) after a certain time, solvent or etchant supply is stopped and 
the solvent or etchant is ejected at an increased rotational speed. 

Appts. for carrying out the above process is also claimed. 

USE/ADVANTAGE - The process allows treatment of practically any layer 
structures on substrate of various shapes and produces a very sharp demarcation 
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may be used to treat e.g, ceramic substrates with a photoresist or polyimide 
layer or metallised substrates as used e.g., in LCDs. 
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Rechercheantrag gem. § 43 Abs. 1 Satz 1 PatG ist gestellt 

© Verfahren und Vorrichtung zum partiellen Entfernen von dunnen Schichten von einem Substrat 

© Bei einem Verfahren zum partiellen Entfernen von dunnen 
Schichten von einem Substrat wird eine ebene Oberflache 
des Substrats, die mit einer dunnen Leckschicht versehen 
ist, in Rotation um eine Norm ale zur Oberflache versetzt und 
auf den Randbereich der Oberflache ein Losungsmittel 
gebracht, das unter Mitnahme des aufgeiosten Schichtbe- 
reichs durch Zentrifugalkraft vom Substrat abgeschleudert 
wird. Um praktisch beliebige Schichtstrukturen auf Substra- 
ten mit unterschiedlichen Formen behandeln zu konnen und 
gieichzeitig eine sehr scharfe Trennungslinie zwischen ent- 
lacktem und nicht entlacktem Oberflachenbereich zu erzie- 
len, ist vorgesehen, daft die Oberflache des zu entfernenden 
Schichtbereichs mittels einer Schablone zumindest teilweise 
maskiert wird, die eine der zu entfernenden Schicht entspre- 
m chende Innenkontur besitzt und zur Bildung einer Kapillaren 
in geringem Abstand zur Oberflache angeordnet ist, daft 
I unter Zufuhren von Losungsmittel die Schablone synchron 
mit dem Substrat bei einer bestimmten Drehzahl in Rotation 
versetzt wird und daB nach einer bestimmten Zeit das 
Zufuhren von Losungsmittel gestoppt und das mit dem 
aufgeldsten Schichtbereich versehene Losungsmittel bei 
entsprechend erhohter Drehzahl abgeschleudert wird. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Ver- 
fahren zum partiellen Entfemen von dunnen Schichten 
von einem Substrat nach dem Oberbegriff des An- 5 
spruchs 1 und auf cine Vorrichtung zur Durchfuhrung 
des Verf ahrens nach dem Oberbegriff des Anspruchs 7. 

Bei einem derartigen bekannten Verfahren wird bei 
der Randentlackung von kreisrunden Substraten nur 
der zu entlackende Ringrand gezielt bespruht Andere io 
Randstmkturen sind auf diese Weise rnit vertretbarem 
Aufwand nicht zu entlacken. AuBerdem ist bei dieser 
Art der Randentlackung keine scharfe Grenzziehung 
moglich. 

Bei einem anderen Verfahren gemaB der altered je- 15 
doch nicht vorveroffentlichten deutschen Patentanmel- 
dung P 41 02 357.9 wird beim Randentlacken derjenige 
Bereich des Substrates abgedeckt, der nicht zu entlak- 
ken ist Hiermit sind zwar beliebige Randstrukturen zu 
entlacken, jedoch muB durch Randleisten eine Abdich- 20 
tung des zu entlackenden Randbereiches gegenuber 
dem Innenbereich des Substrats gewahrleistet sein. 
Dennoch kann auch hier keine in gewunschter Weise 
scharfe Trennungslinie zwischen entlacktem Randbe- 
reich und dem sich von dort aus nach innen erstrecken- 25 
den Bereich des Substrats erzielt werden. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es deshalb, 
ein Verfahren und eine Vorrichtung der eingangs ge- 
nannten Art zu schaffen, bei dem praktisch beliebige 
Schichtstrukturen auf Substraten mit unterschiedlichen 30 
Formen behandelt werden konnen und wobei gleichzei- 
tig eine sehr scharfe Trennungslinie zwischen entlack- 
tem und nicht entlacktem Oberflachenbereich erzielt 
werden kann. 

Zur Losung dieser Aufgabe sind bei einem Verfahren 35 
der genannten Art die im Anspruch 1 angegebenen 
Merkmale und bei einer Vorrichtung zur Durchfuhrung 
des Verfahrens der eingangs genannten Art die im An- 
spruch 7 angegebenen Merkmale vorgesehen. 

Durch die erfindungsgemaBen MaBnahmen wird er- 40 
reicht, daB der Rand eines Substrats beliebigen Quer- 
schnittes mit einer sehr scharf gezogenen Trennungsli- 
nie entlackt werden kann, ohne daB diejentgen Bereiche, 
die nicht entlackt werden sollen, beeinfluBt werden. Die 
Struktur bzw. Flache des zu entlackenden Bereiches 45 
kann ebenfalls beliebig sein. Dies wird dadurch ermog- 
licht, daB das Losungsmittel bzw. das Atzmittel bei dem 
partiellen Entfernen von dunnen Lack- bzw. Metall- 
schichten durch Kapillarwirkung in den ICapillarraum 
bzw. Kapillarspalt zwischen den einander gegeniiberlie- 50 
genden Flachenbereichen von Schablone und Substrat 
gleichmaBig eingebracht wird Durch die synchrone Ro- 
tation von Substrat und Schablone wahrend des Zufuh- 
rens von Losungs- bzw. Atzmittel wird verhindert, daB 
sich dieses Mittel tiber den Innenrandbereich des Kapil- 55 
larspaltes bzw. -raumes hinaus nach innen auf den nicht 
zu bearbeitenden Bereich der Substratoberflache aus- 
breitet. Ist der zu bearbeitende Oberflachenbereich des 
Substrats von der Lackschicht bzw. Metallschicht be- 
freit, wird die Zufuhr von Losungs- bzw. Atzmittel un- 60 
terbrochen und dieser Kapillarspalt und die anderen 
Bereiche durch wesentliches Erhdhen der Drehzahl 
trocken geschleudert Die erfindungsgemaBen MaBnah- 
men sind in einfacher Weise zu verwirklichen, da keine 
besonderen zus&tzlichen Dichtleisten oder dgl. verwen- 65 
det werden mussen. 

ZweckmaBigerweise sind dabei die Merkmale gemaB 
Anspruch 2 vorgesehen, wenn es auch moglich ist, das 



194 Al 

2 

Losungs- bzw. Atzmittel durch die Schablone hindurch 
iiber deren Umfang gleichmaBig verteilt zuzufuhren. 

Je nach Art der zu entfernenden Schicht ist die Tem- 
peratur, mit der gemaB Anspruch 3 das Losungs- bzw. 
Atzmittel aufgebracht wird, unterschiedlich. 

Abhangig von der Art der Schicht kann es notwendig 
sein, die Merkmale gemaB Anspruch 4 vorzusehen, 
bspw. dann, wenn das Substrat mit Polyimid beschichtet 
ist Im Gegensatz dazu reicht bei mit Fotoresist be- 
schichteten Substraten die einmalige Durchfuhrung je- 
des der ProzeBschritte aus. 

In vorteilhafter Weise kann gemaB Anspruch 5 das 
erfindungsgemaBe Verfahren nicht nur dann angewen- 
det werden, wenn die zu bearbeitende Substratoberfla- 
che nach oben weist, sondern auch dann, wenn diese 
Substratoberflache nach unten zeigt 

Desweiteren ist es von besonderem Vorteil, wenn 
gleichzeitig die Merkmale gemaB Anspruch 6 verwirk- 
licht sind, da dann mit dem betreffenden Randbereich 
auch gleichzeitig die Stirnseite des Substrats von der 
betreffenden Schicht befreit werden kann. 

Bei der Verwirklichung der vorstehend genannten 
Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens ist es 
gemaB einem AusfUhrungsbeispiel zweckmaBig, die 
Merkmale gemaB Anspruch 8 vorzusehen. 

Der zu bearbeitende Randbereich kann von der Scha- 
blone vollstandig iiber seine gesamte Breite tiberdeckt 
sein. Es ist jedoch auch moglich eine Ausfuhrungsform 
gemaB den Merkmalen des Anspruchs 9 auszubilden. 

Durch die Merkmale gemaB Anspruch 10 ist erreicht 
daB in den Fallen, in denen die Temperatur des zuzufiih- 
renden Losungs- bzw. Atzmittels eine wesentliche Rolle 
spielt, diese in einfacher Weise aufrechterhalten werden 
kann. 

Mit den Merkmalen gemaB Anspruch 1 1 ist eine zen 
trierend gehaltene Aufnahme des Substrats erreicht. 
Dabei kann es zweckmaBig sein, gemaB Anspruch 12 
den FormschluB zwischen Substrat und Werkstuckauf- 
nahme nur in bestimmten Umfangsbereichen vorzuse- 
hen. Dies ergibt mit den genannten weiteren konstrukti- 
ven MaBnahmen beim Werkstiickhalter die Moglichkeit 
und den Vorteil die umfangsseitigen Stirnflachenberei- 
che gleichzeitig von der betreffenden Schicht zu befrei- 
ea Urn eine Einwirkung des Losungs- bzw. Atzmittels 
auf die Unterseite des Subtrats dann, wenn nur die nach 
oben weisende Oberflache bearbeitet werden soil, zu 
verhindern, sind die Merkmale gemaB Anspruch 13 vor- 
gesehen. 

Um sowohl den Randbereich der nach oben weisen- 
den Oberflache des Substrats als auch den Randbereich 
der nach unten weisenden Oberflache des Substrats von 
der betreffenden Schicht zu befreien, sind zweckmaBi- 
gerweise die Merkmale gemaB Anspruch 14 vorgese- 
hen. 

Zur Anpassung der Vorrichtung an unterschiedliche 
Losungs- bzw. Atzmittel kdnnen zusatzlich die Merk- 
male gemaB Anspruch 15 vorgesehen sein. 

Weitere Einzelheiten der Erfindung sind der folgen- 
den Beschreibung zu entnehmen, in der die Erfindung 
anhand des in der Zeichnung dargestellten Ausfiih- 
rungsbeispieles naher beschrieben und erlautert ist 

Es zeigen: 

Fig. 1 in schematischer Darstellung einen Langs- 
schnitt durch eine Vorrichtung zum partiellen Entfernen 
von dunnen Schichten von einem Substrat gemaB einem 
bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel vorliegender Erfin- 
dung, 

Fig. 2 in vergroBener Darstellung einen Ausschnitt 
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gemaB Kreis II der Fig. 1, wobei die Lager der Spriihdu- 
se verandert ist, und 

Fig. 3 eine Draufsicht gemaB Pfeil III der Fig. 1. 

Die in der Zeichnung dargestellte Vorrichtung 11 
dient zum partiellen Entfernen von dunnen Schichten 
von einem Substrat, und zwar hier zum Entfernen der 
betreffenden Schicht im Randbereich 12 langs des Um- 
fanges des Substrats 13. Als Substrate kommen bspw. 
keramische Substrate in Frage, die bspw. mit einem Fo- 
toresist oder einem Polyimid beschichtet sind, wobei die 
Substrate die unterschiedlichsten Grundflachen und 
Querschnittsfl&chen aufweisen kdnnen. Es kommen 
aber auch Substrate in Frage, die mit einer Metall- 
schicht uberzogen sind, wie sie bspw. bei Flussigkristall- 
dispiays verwendet werden. 

Die Vorrichtung 11 besitzt einen in der AuBenkontur 
kreisformigen, um eine vertikale Achse rotierend ange- 
triebenen Werkstflckhalter 16, der einen 'Drehtisch 17 
aufweist welcher an seiner Unterseite zentrisch mit ei- 
nem Flansch 18 versehen ist, der mit der Motorwelle 
eines nicht dargestellten Antriebs drehschliissig verbun- 
den werden kann. Auf der Oberseite des auBenumfangs- 
seitig kreisformigen Drehtisches 17 ist ein Halterahmen 
19 aufgesetzt, der auBenumfangsseitig kreisfdrmig und 
innenumfangsseitig rechteckfdrmig, hier bspw. quadra- 
tisch ist und der zusammen mit dem Drehtisch 17 eine 
Werkstuckaufnahme 21 fur das rechteckformige Sub- 
strat 13 bildet Der Drehtisch 17 besitzt eine plane Auf- 
lageflache 22 und eine rechteckformige, hier bspw. qua- 
dratische, zentrische Vertiefung 23, so daB die Auflage- 
flache 22 rechteckig ringformig ausgebildet ist Der Hal- 
terahmen 19 sitzt mittels uber den Umfang gleichmaBig 
verteilt angeordnete, bspw. vier Distanzstucke 24 auf 
dem AuBenbereich der Auflageflache 22 des Drehti- 
sches 17 auf und ist mit diesem drehfest verbunden. Auf 
diese Weise verbleiben horizontal radiale Rinnen 26 
zwischen dem Innen- und dem AuBenbereich des rotie- 
rend angetriebenen Werkstuckhalters 16. 

Das in seinem Randbereich 12 zu bearbeitende im 
wesentlichen ebene Substrat 13 ist horizontal in die 
Werkstuckaufnahme 21 zentrierend eingebracht Dabei 
liegt die Unterseite 27 des Substrats 13 auf dem betref- 
fenden Bereich der Auflageflache 22 des Drehtisches 17 
fliissigkeitsdicht auf. Die zentrierte formschliissige Auf- 
nahme des Substrats 13 in der Werkstuckaufnahme 21 
erfolgt bspw. dadurch. daB der Halterahmen 19 innen- 
seitig nahe seiner Eckbereiche in NSpfe gehaltene Ku- 
geln 39 besitzt, zwischen denen das Substrat formschlus- 
sig eingesetzt ist Dadurch verbleibt zwischen den ge- 
geniiberliegenden Seitenflachenbereichen von Substrat 
13 und Halterahmen 19 ein Spalt 28. Die Oberflachen 
von Halterahmen 19 und Substrat 15 fluchten etwa, 
ebenso die AuBenumfangsflachen von Halterahmen 19 
und Drehtisch 17. 

Oberhalb des in der Werkstuckaufnahme aufgenom- 
menen Substrats 19 ist eine Schabione 31 angeordnet, 
die hier in Form eines auf und ab bewegbaren Deckels 
vorgesehen ist Der Deckel bzw. die Schabione 31, die 
im wesentlichen die rechteckige Grundflache des Sub- 
strats 13 aufweist, besitzt eine nach unten gezogene 
Randverlangerung 32, deren nach unten weisende ebe- 
ne Stirnflache 33 dem Randbereich 12 des Substrats 13, 
der zu bearbeiten ist, d. h. der vom Losungsmittel bzw. 
Atzmittel zu befreien ist, gegenuberliegt Stirnflache 33 
und Randbereich 12 konnen in ihren Abmessungen 
identisch sein. Beim dargestellten Ausfuhrungsbeispiel 
setzt jedoch der AuBenumfang der Schabione 31 weiter 
innen an, so daB eine schmale freie Randflache 35 ver- 
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bleibt Die Schabione 31 bzw. der Deckel ist im Be- 
triebszustand derart gehalten, daB zwischen Stirnflache 
33 und gegentiberliegender Flache des Randbereichs 12 
ein Kapillarspalt 34 von bspw. 0,1 mm oder weniger 
5 verbleibt 

Die Schabione 31 ist mit dem Drehtisch 17 synchron 
antreibbar, in bevorzugter Weise drehfest verbindbar. 
Oberhalb der Schabione 31 ist eine Diise 36 zum Zufuh- 
ren von Losungsmittel bzw. Atzmittel vorgesehen. Die 
10 Diise 36 ist senkrecht (Fig. 1 ) oder schrag (Fig. 2) auf die 
Schabione 31 gerichtet, wobei der Losungs- bzw. Atz- 
mittelspruhstrahl 38 auf die schrage AuBenumfangsfla- 
che 37 der Schabione 31 gelangt Als Losungsmittel zum 
Ablosen einer Schicht aus Fotoresist bzw. Polyimid auf 
15 einem entsprechenden Substrat 13 ist bspw. Buthylace- 
tat (nBA) bei Raumtemperatur bzw. Methylpyrolidon 
(nMp) bei 90° C vorgesehen. Zum Entfernen von metalli- 
schen Schichten auf einem entsprechenden Substrat ist 
ein entsprechendes Atzmittel uber die Diise 36 zuge- 
20 fuhrt Der Abstand der Duse 36 von der Schabione 31 
wird zweckmaBigerweise klein gehalten, um dann, wenn 
das zuzufGhrende Losungs- bzw. Atzmittel eine be- 
stimmte Temperatur, die hoher als Umgebungstempe- 
ratur ist, aufweisen muB, dieses auf dieser Temperatur 
25 solange halten zu konnen, bis es auf dem zu bearbeiten- 
den Randbereich 12 wirkt 

Das Verfahren zum Bearbeiten und damit zum Be- 
freien des Randbereichs 12 beliebiger Kontur eines 
Substrats 13 von einer Lack- oder Metallschicht ist fol- 
30 gendermaBen: 

Zunachst wird das betreffende Substrat 13 in die 
Werkstuckaufnahme 21 des rotierend antreibbaren 
Werkstuckhalters 16 so eingebracht daB das Substrat 
13 im Werkstiickhalter 16 mechanisch gehalten ist Ent- 
35 sprechend der beliebig auszubildenden Innenkontur des 
von der betreffenden Schicht zu befreienden Randbe- 
reichs 12 des Substrates t3 ist die Innenkontur der Stirn- 
flache 33 der Schabione 31 gewahlt Diese beiden Innen- 
konturen sind in abgesenktem Betriebszustand der 
40 Schabione 31, wie dies in der Zeichnung dargestellt ist, 
einander fluchtend gegenuberliegend angeordnet Der 
Abstand der beiden Flachen 32 und 12 von Schabione 31 
und Substrat 13 voneinander ist ggf. einstellbar und ist 
so groB, daB der sich ergebende Spalt 34 fur das betref- 
45 fende Losungs- bzw. Atzmittel einen Kapillareffekt be- 
wirkt 

In einem ersten ProzeBschritt wird der Drehtisch 17 
mit dem Substrat 13 und der Schabione 31 mit einer 
bestimmten Drehzahl angetrieben, bspw. in einem Be- 
so reich von 150 U/min bei mit Fotoresist beschichteten 
Substraten und bei etwa 200 U/min bei mit Polyimid 
beschichteten Substratea Wahrend dieser Rotation des 
Drehtisches 17 wird Uber die Duse 36 das betreffende 
Losungsmittel bzw. Atzmittel zugefuhrt Die ortsfeste 
55 Diise 36 spruht das betreffende Mittel auf die schrage 
AuBenumfangsfiache 37 der Schabione 31, von wo das 
flussige Mittel auf die aberstehende freie Flache 35 des 
Randbereichs 12 des Substrates 13 flieBt und von dort 
aufgrund der Wirkung der Kapillarkraft in den Kapillar- 
60 spalt 34 gleichmaBig eingezogen wird. Durch das 
Gleichgewicht zwischen Kapillarkraft Kl im Kapillar- 
spalt 34 und der am strukturierten Innenrandbereich des 
Kapillarspaltes 34 wirkenden Zentrifugalkraft K2 ist ein 
Eindringen des fliissigen Mittels uber diese Trennungsli- 
65 nie und damit auf den Innenbereich der Oberflache des 
Substrats 13 verhindert Das flussige Mittel lost bzw. 
atzt die im Bereich des Kapillarspaltes 34 auf dem Sub- 
strat 13 befindliche Schicht und diejenige auf der freien 
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Randflache35. 

Wahrend dieses ersten ProzeBschrittes erfolgt im Ka- 
pillarspalt 34 ein Austausch zwischen demjenigen Lo- 
sungs- bzw. Atzmittel das Teile der abgeldsten Schicht 
des Randbereichs 12 des Substrats 13 aufgenommen hat, 5 
und dem aus der Dfise 36 zugef fihrten unverschmutztem 
Losungs- bzw. Atzmittel Das verschmutzte Losungs- 
bzw. Atzmittel aus dem Kapillarspalt 34 und auch das 
fiber die Randflache 35 flieBende Mittei gelangt fiber die 
AuBenumfangs-Stimflache des Substrates 13 durch die 10 
Spake 28 und die Rinnen 26 hindurch nach auBen. Dabei 
werden gleichzeitig die Stirnflachen des Substrates 13 
von der betreffenden Schicht befreit Das dichte Auflie- 
gen des Substrats 13 auf der Auflageflache 22 des Dreh- 
tisches 17 verhindert ein Eindringen des flussigen Mit- 15 
tels zur Unterseite des Substrats 13 hiit 

Nach einem bestimmten Zeitablauf des ersten Pro- 
zeBschrittes von bspw. 60 Sekunden bei mit Fotoresist 
beschichteten Substraten oder von bspw. 3 Minuten bei 
mit Polyimid beschichteten Substraten wird die Zufuhr 20 
von Losungs- bzw. Atzmittel gestoppt und der Dreh- 
tisch 17 einschlieBlich der Schablone 31 und dem Sub- 
strat 13 bei wesentlich hdherer Drehzahl trocken ge- 
schleudert Dies erfolgt bspw. bei mit Fotoresist be- 
schichteten Substraten fiber ein Zeitraum von 20 Sekun- 25 
den hinweg bei einer Drehzahl von etwa 500 U/min und 
bei mit Polyimid beschichteten Substraten fiber ein Zeit- 
raum von 1,5 Minuten bei etwa 1700 U/min. 

Bei mit Fotoresist beschichteten Substraten wird da- 
von ausgegangen, daB mit der einrnaligen Aneinander- 30 
reihung der beiden ProzeBschritte der Randbereich des 
Substrats 13 von dem Fotolack befreit ist Bei mit Poly- 
imid beschichteten Substraten ist es unter Umstanden 
notwendig, den ersten und den zweiten Verfahrens- 
schritt noch einmal in Folge anschlieBen zu lassen, wo- 35 
bei bspw. bei den genannten Umdrehungszahlen eine 
Zeitdauer von 4 Minuten bzw. 1,5 Minuten fur das Trok- 
kenschleudern berucksichtigt sind 

Es versteht sich, daB die angegebenen Losungs- bzw. 
Atzmitteltemperaturen, Drehzahlen, Zeitraume und 40 
Anzahl der Verfahrensschritt-Wiederholungen nur bei- 
spielhaft sind. Ebenso ist die ZufluBmenge des Losungs- 
bzw. Atzmittels entsprechend wahlbar. 

GemaB einem anderen, in der Zeichnung nicht darge- 
stellten Ausffihrungsbeispiel vorliegender Erfindung ist 45 
die Anordnung so getroffen, daB stattdessen oder auch 
zusatzlich der Randbereich der nach unten weisenden 
Oberflache des Substrats 13 aufgrund des Kapillaref- 
fekts von einer entsprechenden Schicht befreit werden 
kann. Dazu ist innerhalb des Drehtellers eine entspre- 50 
chende Schablone und eine Zuffihrung fiir das Losungs- 
bzw. Atzmittel vorgesehen. 

Patentanspriiche 

55 

1. Verfahren zum partiellen Entfernen von dunnen 
Schichten von einem Substrat, bei dem eine vor- 
zugsweise ebene Oberflache des Substrats mit ei- 
ner dunnen Schicht, bspw. eine Lack-, Metallschicht 
oder dgl. versehen ist, in Rotation um eine Normale 60 
zur Oberflache versetzt und auf den Randbereich 
der Oberflache ein Losungs- bzw. Atzmittel ge- 
bracht wird, das unter Mitnahme des aufgeldsten 
bzw. abgeatzen Schichtbereichs durch Zentrifugal- 
kraft vom Substrat abgeschleudert wird, dadurch 55 
gekennzeichnet, daB die Oberflache des zu entfer- 
nenden Schichtbereichs mittels einer Schablone zu- 
mindest teilweise maskiert wird, die eine der zu 



entfernenden Schicht entsprechende Innenkontur 
besitzt und zur Bildung einer Kapillaren in gerin- 
gem Abstand zur Oberflache angeordnet ist, dafl 
unter Zuffihren von Losungs- bzw. Atzmittel die 
Schablone synchron mit dem Substrat bei einer be- 
stimmten Drehzahl in Rotation versetzt wird und 
daB nach einer bestimmten Zeit das Zufuhren von 
Losungs- bzw. Atzmittel gestoppt und das mit dem 
aufgeldsten bzw. abgeatzten Schichtbereich verse- 
hene Losungs- bzw. Atzmittel bei entsprechend er- 
hdhter Drehzahl abgeschleudert wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Losungs- bzw. Atzmittel von au- 
Ben auf einen AuBenumfangsbereich der Schablo- 
ne aufgespriiht bzw. aufgespritzt wird 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Losungs- bzw. Atzmittel mit 
einer bestimmten Temperatur aufgebracht wird 

4. Verfahren nach mindestens einem der Anspruche 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB der Schritt des 
Aufbringens des Losungs- bzw. Atzmittels und der 
darauffolgende Schritt des Abschleuderns mehr als 
einmal durchgefuhrt werdea 

5. Verfahren nach mindestens einem der Anspruche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB das partielle 
Entfernen von dunnen Schichten von einem Sub- 
strat auf dessen nach oben weisender und/oder auf 
dessen nach unten weisender Oberflache durchge- 
fuhrt wird 

6. Verfahren nach mindestens einem der Anspruche 
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB das Losungs- 
bzw. Atzmittel auch fiber die auBenumfangsseitige 
Stimflache des Substrats gebracht wird. 

7. Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens 
nach einem der Anspruche 1 bis 6, zum Entfernen 
von dunnen Schichten von einem Substrat (13), mit 
einem WerkstiickhaJter (16), in dem das Substrat 
(13) auswechselbar aufgenommen ist und der um 
eine vorzugsweise etwa senkrecht zur zu bearbei- 
tenden Oberflache (12) des Substrats (13) verlau- 
fenden Achse in Rotation durch einen Antrieb ver- 
setzbar ist, und mit einer Zuffihreinrichtung (36) 
zum Aufbringen eines Losungs- oder Atzmittels, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine zustellbare 
Schablone (31) vorgesehen ist, die eine in geringem 
Abstand zum abzudeckenden Bereich der Oberfla- 
che (12) positionierbare hierzu pianparallele Ge- 
genflache (33) aufweist, deren Innenumfangskontur 
gleich derjenigen der zu entfernenden Schicht (t2) 
ist und die mittels eines Antriebs synchron mit dem 
Substrat (13) bei mindestens zwei erheblich diffe- 
rierenden Drehzahlen in Rotation versetzbar ist, 
und daB der Abstand zwischen Schablone (31) und 
Substrat (13) derart gewahlt ist, daB zwischen der 
Gegenflache (33) der Schablone (31) und einem Be- 
reich der zu bearbeitenden Oberflache (12) des 
Substrats (13) eine Kapillare (34) vorhanden ist. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Abstand zwischen der Gegenfla- 
che (33) und dem Randbereich (12) zur Bildung der 
Kapillaren (34) in Abhangigkeit vom Losungs- bzw. 
Atzmittel einstellbar ist 

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch 
gekennzeichnet, daB der zu bearbeitende Randbe- 
reich (12) des Substrats (13) in einen Innenbereich, 
von der Schablone (31) unter Bildung des Kapillar- 
spaltes (34) maskiert ist, und in einen nicht maskier- 
ten freien Auflenbereich unterteilt ist 
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10. Vorrichtung nach mindestens einem der An- 
spruche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Zufuhreinrichtung zum Aufbringen des Ldsungs- 
bzw. Atzmittels durch mindestens eine von auBen 
auf einen AuBenumfangsbereich (37) der Schablo- 5 
ne (31) gerichtete Duse (36) gebildet ist 

11. Vorrichtung nach mindestens einem der An- 
spruch e 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Substrat (13) in einer Werkstuckaufnahme (21) des 
Werkstiickhalters (16) umfangsseitig abgestutzt ist 10 

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Substrat (13) im Bereich sei- 
ner Ecken im Werkstuckhalter (16) derart abge- 
stutzt und zentriert ist, daB sein AuBenumfangsbe- 
reich einen Abstand zu dem betreffenden Innen- 15 
randbereich eines Rahmens (19) der Werkstiickauf- 
nahme (21) besitzt, und daB der Rahmen (19) durch 
uber den Umfangs verteilte Distanzstucke (24) auf 
einem Drehtisch (17) aufliegt 

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge- 20 
kennzeichnet, daB das Substrat (13) mit seiner nach 
unten weisenden Oberflache zumindest aufienrand- 
seitig auf dem Drehtisch (17) flussigkeitsdicht auf- 
liegt 

14. Vorrichtung nach mindestens einem der An- 25 
spruche 7 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Schablone zum Oberdecken der zu bearbeitenden 
Oberflache (12, 27) durch einen Deckel (31) fur die 
nach oben weisende Oberflache und/oder durch ei- 
nen Ring fur die nach unten weisende Oberflache 30 
gebildet ist 

15. Vorrichtung nach mindestens einem der An- 
spruche 7 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Drehzahl innerhalb der beiden Drehzahlbereiche 
fur das Zufiihren des Losungs- bzw. Atzmittels und 35 
fUr das Abschleudern in Abhangigkeit vom Lo- 
sungs- bzw. Atzmittel und von der Kapillaren (34) 
gewahlt ist 
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